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器のセンサー内における信号電荷損失の原因調査 II
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我々は、次世代のX線天文衛星への搭載を目指し、X線 SOIピクセル検出器「XRPIX」の開発を進めている。
XRPIXは、SOI技術により Siのセンサー層、SiO2の絶縁層、CMOS回路層を一体化した検出器である。最新の
ピクセル構造のXRPIX8.5は、従来型と比較して暗電流の低減、1ピクセル内の検出効率のばらつきの改善、電
荷収集効率の向上が達成され、エネルギー分解能が向上している。
一方、ピクセル電極と反対側 (裏面)からX線を照射した際は、ピクセル電極側 (表面)から照射した際と比べ、

スペクトルのピーク位置が低エネルギー側にシフトする現象が確認されている。これはセンサー内で生じた電荷
の一部が損失している可能性を示唆している。本研究では、XRPIX8.5でピークシフトのエネルギー依存性を評
価し、軟X線でピークシフト率が高い結果となった。そこで、暗電流の逆電圧依存性測定から空乏層内のトラッ
プ密度分布を見積もった。その結果、裏面側にトラップ密度の高い領域が存在する可能性があり、ピークシフトの
原因は、この領域で電荷の一部が捕獲されるためだと推測できる。本講演では、これらの結果について報告する。


